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толщинах в пленках CdS возникают сжимающие макронапряжения, а при
толщинах более 0,143 мкм – растягивающие макронапряжения. Аналитиче-
ская обработка спектров поглощения свидетельствует о влиянии толщины
слоя CdS на ширину запрещенной зоны. При увеличении толщины слоя CdS
до 0,3 мкм ширина запрещенной зоны возрастает до 2,423 эВ, а после отжига
– до 2,427 эВ. Среднее значение коэффициента пропускания исследованных
слоев CdS в спектральном диапазоне 550-850 нм составляет (80-95) %. Это
позволяет использовать их в качестве широкозонного "окна" в фотоэлектри-
ческих преобразователях на основе пленочных гетеросистем CdS/CdTe. При
этом оптимальная толщина слоя CdS составляет 0,3 мкм.
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КАРБИД КРЕМНИЯ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Карбид кремния является перспективным полупроводниковым мате-
риалом для разработки приборов оптоэлектроники, микроэлектроники,
включая полупроводниковые пленочные приборы на гомопереходах. Это
связано с большой шириной запрещенной зоны полупроводника, высокой
теплопроводностью, высокими пробивными полями и скоростью насыщения
электронов, а также значительной радиационной и термической стабильно-
стью. Карбид кремния – отличный кандидат для изготовления мощных  вы-
сокочастотных приборов, действующих в условиях  ионизирующего и тер-
мического воздействия.[1,2]

Для получения кристаллических пленок SiC распространенным в на-
стоящее время методом  эпитаксии на кремниевых подложках  необходимо
обеспечение высокой (более 1200°С) температуры. Вследствие различия в
коэффициентах термического расширения  и рассогласования параметров
решетки (~8%) на границе раздела зарождается значительное количество пор
и дефектов, проникающих в растущую пленку SiC. В связи  с этим в послед-
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нее время интенсивно ведутся исследования процессов получения пленок
карбида кремния при более низких температурах. [1]

Было показано, что применение метода прямого ионного осаждения
позволяет получать  аморфные или кристаллические пленки SiC в зависимо-
сти от  температуры и энергии ионов при значительно меньших температу-
рах (~800°С). [1]

Список литературы : 1. Семенов А.В., Лопин А.В., Пузиков В.М. Низкотемпературное получение
и оптические свойства пленок карбида кремния // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные  и
нейтронные исследованияю-2003.-Т. 10.-С. 113-120. 2. Mehregany M., Zorman C.A., Roy S. Silicon
carbide for microelectromechanical systems // International Materials Reviews.-2000.-V.45.-№3.-
Р.85-105.
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АНАЛИЗ ТЕМНОВЫХ ДИОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛЕНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ CdTe

Решение энергетической проблемы обуславливает необходимость ши-
рокомасштабного использования солнечной энергии в наземных условиях.
Используемые в космических аппаратах фотоэлектрические преобразователи
солнечной энергии (ФЭП) на основе монокристаллов кремния имеют высо-
кую себестоимость, что препятствует их массовому применению в наземных
условиях. Снизить себестоимость солнечных элементов позволяет примене-
ние в качестве базовых слоев тонкопленочных поликристаллических полу-
проводниковых соединений (см. [1]). Среди тонкопленочных солнечных эле-
ментов, пригодных для широкомасштабного наземного применения в на-
стоящее время наиболее разработанными в научном и техническом аспекте
являются ФЭП на основе гетеросистемы CdS/CdTe. Лучшие лабораторные
образцы таких ФЭП были изготовлены в университете южной Флориды и
имели рекордные значения КПД 16,5 %, о чем сообщается в [2].

Для повышения эффективности пленочных СЭ на основе CdS/CdTe,
как правило, проводят оптимизацию физико-технологических режимов для
получения базового и сопрягающихся слоев СЭ.


